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高Ga組成ワイドギャップCu(In,Ga)Se2太陽電池の高効率化
に向けたCuGaSe2薄膜の作製とデバイス特性解析 

Cu(In,Ga)Se2（CIGS）太陽電池 

⇒ 高Ga組成領域で開放電圧の
伸び鈍化・FF低下の問題 

現在の最高効率（20%）はバンドギャップ1.15 eV
（[Ga]/([In]+[Ga])比約0.3）で得られている。 

更なる高効率のために 

⇒ 1.4 eV（[Ga]/([In]+[Ga])比0.65）での薄膜・デバイ
ス構造の最適化アプローチが有望 

まずは、４元CIGS系で最大のバンドギャップを有する
CuGaSe2 (1.68 eV)で高効率化の指針を探索 

本研究の成果 

ワイドギャップCuGaSe2薄膜構造の制御により、
Inを含まない３元CuGaSe2太陽電池で初めて
10%以上の変換効率達成に成功した 

高Voc（>0.9 V）、 
高FF（>0.7）を両立 

今回得られたCuGaSe2
太陽電池のI-V曲線 

ワイドギャップCuGaSe2太陽電池の高効率化のためには、従来のナローギャップCu(In,Ga)Se2太陽電池の
高効率化とは異なるアプローチも要求される。単接合太陽電池として理想とされるバンドギャップ1.4 eV付近
の高Ga組成CIGS薄膜を用いて更なる高効率CIGS太陽電池を実現させるために、今後、今回のCuGaSe2
太陽電池の高効率化で得られた知見や技術の応用が期待される。 


